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ＶＤＳタイプは、当社独自の高性能･高密度ディレイライン素子 20 区間に、
高分解能可変機構を組み合わせることにより、変則 40 ステップで遅延時間の
変化が得られる高速可変ディレイラインです。
主に、高速論理素子ＥＣＬ１０ＫＨ、１０ＫシリーズをはじめＴＴＬ　ＦＡＳ
Ｔ、ＣＭＯＳ　ＦＡＣＴ及び、同等のスイッチング速度のものに充分適合でき
ると共に、通常の受動素子としてのディレイラインと同様にアナログ信号回路
等広範囲の用途にも使用できます。

残留遅延時間 450ps以下（可変範囲最小の位置）
波形歪 オーバーシュート／プリシュート±20％未満
使用温度範囲 －１0℃～＋８0℃
保存温度範囲 －40℃～＋120℃
接点寿命 ツマミを端から端まで移動する動作を１回として

100回以内において異常ありません。

外形寸法とピン配列

共通仕様

高速可変ディレイラインＶＤＳタイプ

単位 :mm ( inch)

●ＶＤＳタイプは防塵キャップが装着されると、

下図の寸法となります。 　　　　　　　　　　　　　

基板設計の際には充分御配慮願います。

■　使用上の注意

内部は密閉されておりませんので、洗浄には十分

注意をお願いします。

半田付け工程は、後付けをお薦めいたします。

尚、上部には防塵キャップが装着されています。

特　　　長　　　　　

仕　　　様

可変ディレイライン
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(4 )  ＬＶＰＥＣＬ　 (5)  ＴＴＬ ( ＦＡＳＴ）                  

ＶＤＳ ** １０タイプに適用

(6) ＴＴＬ ( ＦＡＳＴ）                  

ＶＤＳ ** ２０タイプに適用　

ＩＯＨは４５ｍＡ、 ＩＯＬは約１５ｍＡです。

(1)  アナログ回路

適用例とその終端方法

高速可変ディレイラインＶＤＳタイプ

ＲｏＨＳ 対応状況

対応状況
ＲｏＨＳ対応品の供給は可能です。

(2 )  ＥＣＬ ( －２Ｖ終端ライン使用 ) (3)  ＰＥＣＬ

(7)  ＣＭＯＳ、 ＬＶＣＭＯＳ　

ｒ  

Ｒｉｎ

Ｚｏ 

   

Ｒｏ

２ （ｒ + Ｒｉｎ） = Ｚｏ = Ｒ

: 信号源のインピーダンス

: 入力整合抵抗

: 内部素子の特性インピーダンス

（= 出力インピーダンス）

: 内部整合抵抗 （= Ｚｏ）

可変ディレイライン


